
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３００ｍｍ大口径シリコン単結晶棒をスライスしてシリコンウェーハを作製するスライ
ス工程と、スライス後の面取り工程と、このシリコンウェーハの表裏面を同時に研削する
両面同時研削工程とを備えた３００ｍｍ大口径シリコンウェーハの製造方法であって、
　前記面取り工程後に直ちに前記両面同時研削工程が行われ、
　前記両面同時研削工程は、研削の基準面が砥石側の研削面の活性な実効作用面である仮
想面で構成されている研削であり、
　前記両面同時研削工程では、両面研削装置の 上側砥石と下側砥石との間
にシリコンウェーハを挟み、このシリコンウェーハが遊星軌道を描くようにしてシリコン
ウェーハの表裏面を同時に研削するとき、前記上・下側砥石の水平面内の回転による遠心
力により、このシリコンウェーハの表裏面の全域に 研削液を供給し、
　前記両面同時研削工程では、シリコンウェーハの表裏面の温度を 制御し、前記下
側砥石と前記上側砥石とを逆方向に回転させ、かつ、前記下側砥石の回転速度を６０～７
７ｒｐｍとし、前記上側砥石の回転速度を３８～５１ｒｐｍとして、前記下側砥石の回転
速度を前記上側砥石の回転速度よりも大きくし、

　前記両面同時研削工程後に、シリコンウェーハにエッチングを施して研削ダメージを除
去し、さらに、このシリコンウェーハの両面を研磨することを特徴とするシリコンウェー
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ハの製造方法。
【請求項２】
　 板状の上側砥石および下側砥石の間に３００ｍｍ大口径シリコンウェー
ハを挟んでシリコンウェーハの表裏面を同時に研削する両面研削手段と、この両面研削時
のシリコンウェーハの表裏面の温度を 制御する温度制御手段とを備え、
　前記温度制御手段は、両面研削手段で研削中のシリコンウェーハの表裏面の全域に

研削液を供給することにより、その温度を制御するものとされ、
　前記温度制御手段は、前記上側砥石および前記下側砥石の各内周面により画成されたウ
ォータパンと、前記上側砥石および前記下側砥石にそれぞれ形成された、それぞれの研削
面から研削液を流出させるための研削液通路と、前記ウォータパンおよび前記研削液通路
に研削液を供給するための研削液供給手段とから構成され、
　前記上下側砥石の研削面の活性な実効作用面である仮想面により研削の基準面が構成さ
れ、
　前記上側砥石の上面の内周側にはリング状の環状溝が形成され、前記上側砥石の上面に
は、それぞれの一端が前記環状溝に連通しかつ上側砥石の外径方向のほぼ中間部まで放射
状に延びる複数本の放射溝が形成され、この放射溝の他端には、上側砥石を上下に貫通す
る貫通孔がそれぞれ連通しているとともに、前記下側砥石の下面には、その内壁から放射
状に延びる複数の放射溝が形成され、各放射溝は前記下側砥石の内周端から径方向のほぼ
中間部まで延びており、
　各放射溝の一端には、前記下側砥石を上下に貫通する複数の貫通孔がそれぞれ連通して
おり、
　前記上・下側砥石の水平面内の回転による遠心力により、供給された研削液は前記放射
溝および前記貫通孔をとおって前記シリコンウェーハの上・下面のほぼ中央部に供給され
、
　前記両面研削手段は、互いに平行状態で水平に配置され、相対向する表面が研削面にな
っており、かつ前記研削面において前記シリコンウェーハの表裏面をそれぞれ研削する上
側砥石および下側砥石と、前記上側砥石および前記シリコンウェーハを水平面内で互いに
相対運動させるとともに、前記下側砥石および前記シリコンウェーハを水平面内で互いに
相対運動させるための相対運動手段と、前記上側砥石を、前記下側砥石に載置されたシリ
コンウェーハに押圧するための押圧手段と、から構成され、
　前記シリコンウェーハは、外周歯を備えたキャリアーに保持され、一方、前記上側砥石
および前記下側砥石はそれぞれの中央部に開口部を備えており、前記相対運動手段は、前
記キャリアーの前記外周歯に噛み合うように前記開口部に設けられた太陽歯車と、前記キ
ャリアーの前記外周歯に噛み合うように前記上側砥石および前記下側砥石の外方に設けら
れて、前記キャリアーを前記太陽歯車の回りで公転および自転させるためのリング状内周
歯車と、前記太陽歯車および前記リング状内周歯車を回転させるための駆動機構と、から
構成され、
　前記キャリアーの前記太陽歯車側の端部の上下面を挟んで支持するための上下一対のス
ペーサーを備え、
　前記下側砥石と前記上側砥石とが逆方向に回転され、かつ、前記下側砥石の回転速度が
６０～７７ｒｐｍとされ、前記上側砥石の回転速度を３８～５１ｒｐｍとされ、前記下側
砥石の回転速度が前記上側砥石の回転速度よりも大きくされ

ていることを特徴とするシリコンウェーハの製造装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高集積デバイスを製造する大口径のシリコンウェーハの製造方法および製造装
置に関し、特に、シリコンウェーハの表裏両面を同時研削するシリコンウェーハの製造技
術に関する。

10

20

30

40

50

(2) JP 3923107 B2 2007.5.30

鋳鉄製とされる

一定に
純水

とされる

、
　３枚のシリコンウェーハを同時に両面研削する際に、荷重が１２０＋３０ｋｇｆ～２１
０＋３０ｋｇｆの範囲とされ



【０００２】
【従来の技術】
シリコンウェーハの製造方法において、円柱状のシリコン単結晶棒をステンレス鋼製内周
刃によりスライスして得られたシリコンウェーハは、ラップ盤により遊離砥粒にて両面を
ラッピングすることにより、スライス工程で生じた凹凸とダメージが除去されて、平行度
が向上する。そして、このシリコンウェーハは、ラップ加工で形成されたダメージ層（加
工変質層）をエッチングで除去され、さらにケモメカニカルポリッシングで鏡面加工され
る。
【０００３】
ところが、ラップ加工により発生した表面のダメージ層を除去するために、エッチングで
のエッチオフ量（取り代）が例えば２０μｍ程度と大きく、このため３０μｍ以上の取り
代を必要となる。その結果、エッチング面の凹凸（平坦度）も例えば１μｍ程度と大きく
なっていた。さらに、エッチング後の研磨量も例えば１０μｍ以上となり、平坦度を悪化
させる（例えば図１３に示すように、ＴＴＶ（ total　 thickness　 variation）で２．８
１μｍ程度）。
【０００４】
近年、シリコンウェーハの直径としては１５０ｍｍや２００ｍｍが普及し、さらに３００
ｍｍも開発されつつあり、また、デバイスの高集積化が進行し、例えば２００１年に実用
化される１ＧビットＤＲＡＭでは、線幅ルールおよび焦点深度がそれぞれ０．１８μｍ，
０．７μｍとなる。このため要求される平坦度としては、ＳＦＱＤ（ Site， Frontsurface
-reference， site　 least　 squares， deviation）で２６×３２ｍｍの面積で０．１２μ
ｍの平坦度を達成しなければならない（「 THE　 NATIONAL　 TECHNOLOGY　 ROADMAP　 FOR　 S
EMICONDUCUTORS」，１９９４年， SEMICONDUCTOR　 INDUSTRY　 ASSOCIATION出版の第１１３
頁等参照）。また、ウェーハ直径が大きくなれば、わずかの曲率でもそり量が大きくなっ
て、そりの問題は深刻になる。すなわち、そりはシリコンウェーハの製造段階ばかりでな
く、デバイス加工における成膜、ドライエッチ、熱処理で生じている。そして、そりの小
さいシリコンウェーハであれば、各段階でのそりが特定できる。すなわち、例えば外径３
００ｍｍのシリコンウェーハを平盤上にを置いてそりを測定しようとしても、シリコンウ
ェーハは自重で変形し見掛けのそりは半分以下になるため、そりの少ないシリコンウェー
ハの製造方法で管理する方法しかない。
【０００５】
平坦度をより高めるために、スライス加工後のウェーハ面を、ラップ加工に代えてダメー
ジが３μｍ以下の研削加工を行うことが考えられる。なお、スライス後の厚さは直径１５
０ｍｍウェーハで７００μｍ、同２００ｍｍウェーハで８００μｍ、同３００ｍｍウェー
ハでも９００μｍと薄い。
ところで、従来より使用されている研削盤は、円環状の研削刃を有し、図１４に示すよう
に、真空吸着盤３１に載置・固定したシリコンウェーハ３２を片面（図では上面）ずつ研
削するように構成していた。
【０００６】
すなわち、図１４（ａ）に示すように、真空吸着盤３１にシリコンウェーハ３２を置き、
このシリコンウェーハ３２の片面を研削する際に、図１４（ｂ）に示すように、真空吸着
盤３１によりシリコンウェーハ３２の下面を真空吸着すると、シリコンウェーハ３２は上
記のように極めて薄いので、真空吸着盤３１に吸い寄せられて、前記下面は平坦面になる
。なお、一点鎖線３３は研削面を示している。このため、図１４（ｃ）に示すように、研
削後に真空吸着盤３１の真空吸着を解放すれば、シリコンウェーハ３２のチャック面（下
面）は元の形状になり、反対の研削面は凸状になる。すなわち、真空吸着したスライス面
が反対面に転写されるのである。さらに、研削面を真空吸着して反対側の面を研削すると
、この凹部が真空吸着を解放後に凸部となるように転写され、スライス形状がシリコンウ
ェーハの表裏面に残ることとなる。このため、研削後に軽いラップ加工が必要とされ（本
出願人に出願に係わる特開平６－１０４２２９号公報参照）、研削によるダメージ層の低
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減効果を充分には亨受することはできない。
【０００７】
このため、本出願人の出願に係わる特開昭６２－９６４００公報では、剛性の大きなイン
ゴットの端面に研削加工を行った後に、スライス加工でシリコンウェーハをスライスし、
この研削面を真空吸着してスライス加工面を研削する方法が開示され、この方法により平
行度がよくかつそりの少ないシリコンウェーハが製造されている。
【０００８】
また、外径２００ｍｍの大口径インゴットを内周刃によりスライス加工するには、内周刃
の刃厚が０．３８μｍにもなり、また、外径３００ｍｍの大口径インゴットをスライスす
るための大口径ステンレス鋼板がないので、内周刃スライス加工を行えない。このため、
ワイヤーソーが実用化されてきた。ワイヤーソーは線直径が０．１８μｍであり、カーフ
ロス（切断加工代）が小さくなり、歩留まりが向上する。しかしながら、ワイヤーソーに
よる切断面はワイヤーのぶれに起因して、内周刃スライス加工面と比較して凹凸が大きく
、また切断中にワイヤーの送りを逆にするために段差がつく。また、切断中にワイヤーが
摩耗し線径が小さくなるため、図１５に示すように、シリコンウェーハ３４の切り終わり
部分ほど厚くなって、シリコンウェーハ３４の両面３４ａ，３４ｂにテーパーがつく。こ
のため、ワイヤーソー面を真空吸着して研削加工を行うと軸方向の結晶面が指定角度から
０．０２゜～０．０５゜程度のずれが生じる。
【０００９】
さらに、１Ｇビット以上の高集積デバイスを製造するためには、シリコンウェーハの裏面
を研磨し、裏面基準の平坦度を高め、またこれによりパーティクルの発生を１／１０以下
となるとされている。このため、上記特開平６－１０４２２９号公報に開示されている、
裏面のハーフポリッシュまたは両面同時研磨が行われる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上述の片面ずつの研削では、以下の不具合が考えられる。すなわち、シリコンウェーハの
両面にスライス面が転写されて残り、ラップ加工と置き換えられない。また、その後のエ
ッチングおよびケモメカニカル研磨加工代が大きくなり、目的の平坦度を得ることは困難
である。また、両面の加工度を同一にすることも困難で、そりが生じやすい。
【００１１】
【発明の目的】
そこで、この発明は、特に１Ｇビット以上の高集積デバイスを製造する際に要求される高
平坦度のシリコンウェーハを作製することができる、ラップ加工に代わる両面研削方法お
よび装置を提供することを、その目的としている。また、エッチングでの取り代を減らし
、研磨量をも低減することができる両面研削方法および装置を提供することを、その目的
としている。さらに、この発明は、シリコンウェーハの割れを防いだ両面研削方法および
装置を提供することを、その目的としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明のシリコンウェーハの製造方法は、
３００ｍｍ大口径シリコン単結晶棒をスライスしてシリコンウェーハを作製するスライス
工程と、スライス後の面取り工程と、このシリコンウェーハの表裏面を同時に研削する両
面同時研削工程とを備えた３００ｍｍ大口径シリコンウェーハの製造方法であって、
　前記面取り工程後に直ちに前記両面同時研削工程が行われ、
　前記両面同時研削工程は、研削の基準面が砥石側の研削面の活性な実効作用面である仮
想面で構成されている研削であり、
　前記両面同時研削工程では、両面研削装置の 上側砥石と下側砥石との間
にシリコンウェーハを挟み、このシリコンウェーハが遊星軌道を描くようにしてシリコン
ウェーハの表裏面を同時に研削するとき、前記上・下側砥石の水平面内の回転による遠心
力により、このシリコンウェーハの表裏面の全域に 研削液を供給し、
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　前記両面同時研削工程では、シリコンウェーハの表裏面の温度を 制御し、前記下
側砥石と前記上側砥石とを逆方向に回転させ、かつ、前記下側砥石の回転速度を６０～７
７ｒｐｍとし、前記上側砥石の回転速度を３８～５１ｒｐｍとして、前記下側砥石の回転
速度を前記上側砥石の回転速度よりも大きくし、

　前記両面同時研削工程後に、シリコンウェーハにエッチングを施して研削ダメージを除
去し、さらに、このシリコンウェーハの両面を研磨する。
【００１３】
　本発明のシリコンウェーハの製造装置は、 板状の上側砥石および下側砥
石の間に３００ｍｍ大口径シリコンウェーハを挟んでシリコンウェーハの表裏面を同時に
研削する両面研削手段と、この両面研削時のシリコンウェーハの表裏面の温度を 制
御する温度制御手段とを備え、
　前記温度制御手段は、両面研削手段で研削中のシリコンウェーハの表裏面の全域に

研削液を供給することにより、その温度を制御するものとされ、
　前記温度制御手段は、前記上側砥石および前記下側砥石の各内周面により画成されたウ
ォータパンと、前記上側砥石および前記下側砥石にそれぞれ形成された、それぞれの研削
面から研削液を流出させるための研削液通路と、前記ウォータパンおよび前記研削液通路
に研削液を供給するための研削液供給手段とから構成され、
　前記上下側砥石の研削面の活性な実効作用面である仮想面により研削の基準面が構成さ
れ、
　前記上側砥石の上面の内周側にはリング状の環状溝が形成され、前記上側砥石の上面に
は、それぞれの一端が前記環状溝に連通しかつ上側砥石の外径方向のほぼ中間部まで放射
状に延びる複数本の放射溝が形成され、この放射溝の他端には、上側砥石を上下に貫通す
る貫通孔がそれぞれ連通しているとともに、前記下側砥石の下面には、その内壁から放射
状に延びる複数の放射溝が形成され、各放射溝は前記下側砥石の内周端から径方向のほぼ
中間部まで延びており、
　各放射溝の一端には、前記下側砥石を上下に貫通する複数の貫通孔がそれぞれ連通して
おり、
　前記上・下側砥石の水平面内の回転による遠心力により、供給された研削液は前記放射
溝および前記貫通孔をとおって前記シリコンウェーハの上・下面のほぼ中央部に供給され
、
　前記両面研削手段は、互いに平行状態で水平に配置され、相対向する表面が研削面にな
っており、かつ前記研削面において前記シリコンウェーハの表裏面をそれぞれ研削する上
側砥石および下側砥石と、前記上側砥石および前記シリコンウェーハを水平面内で互いに
相対運動させるとともに、前記下側砥石および前記シリコンウェーハを水平面内で互いに
相対運動させるための相対運動手段と、前記上側砥石を、前記下側砥石に載置されたシリ
コンウェーハに押圧するための押圧手段と、から構成され、
　前記シリコンウェーハは、外周歯を備えたキャリアーに保持され、一方、前記上側砥石
および前記下側砥石はそれぞれの中央部に開口部を備えており、前記相対運動手段は、前
記キャリアーの前記外周歯に噛み合うように前記開口部に設けられた太陽歯車と、前記キ
ャリアーの前記外周歯に噛み合うように前記上側砥石および前記下側砥石の外方に設けら
れて、前記キャリアーを前記太陽歯車の回りで公転および自転させるためのリング状内周
歯車と、前記太陽歯車および前記リング状内周歯車を回転させるための駆動機構と、から
構成され、
　前記キャリアーの前記太陽歯車側の端部の上下面を挟んで支持するための上下一対のス
ペーサーを備え、
　前記下側砥石と前記上側砥石とが逆方向に回転され、かつ、前記下側砥石の回転速度が
６０～７７ｒｐｍとされ、前記上側砥石の回転速度を３８～５１ｒｐｍとされ、前記下側
砥石の回転速度が前記上側砥石の回転速度よりも大きくされ
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ていることにより上記課題を解決した。
【００１７】
以下、本発明の作用について説明する。
ラッピングを行わないので、ラップ加工後のシリコンウェーハと比較して、高平坦度なシ
リコンウェーハが得られる。その結果、このシリコンウェーハはラップドウェーハと比較
してそのエッチングオフ量が減る。また、この場合のエッチング面の凹凸もラップを行う
場合と比較して小さくすることもできる。さらに、後工程の研磨では少ない研磨量で済む
。
【００１８】
さらに、この発明を、片面ずつの研削による場合と比較すると、そのウェーハ表面にスラ
イス面に転写した凹凸が残らない。よって、研削後のウェーハをラップ加工せずにエッチ
ングを施すことが可能なる。また、ラップ加工によるダメージ量の１／１０程度しかダメ
ージが残らず、エッチングオフ量が少なくなり、エッチングによる平坦度の低下が顕著に
防止される。
【００１９】
両面同時研削の特徴として、弾性体であるシリコンウェーハを加工するための基準面を材
料（シリコンウェーハ）側に置く必要がないことである。研削の基準面は、装置側の研削
面（定盤面）の活性な仮想面（実効作用面）で構成されているといえる。しかし材料の剛
性により左右される。シリコンウェーハの表面形状をサインカーブで表面したモデルを用
いて、各仕上がりを検討してみる。
図８（ａ）に示すように、スライスされたシリコンウェーハ３０の表面は、それぞれ凹凸
が存在し、この凹凸は図８（ｂ）および図８（ｃ）に示すように、「厚み成分」と「うね
り成分」から成っている。なお、うねり成分はウェーハ表裏面の中間線とした。
図８（ｂ）のシリコンウェーハ３０を、片面から加工して厚みを均一にすると（図８（ｄ
－１）参照）、図８（ｄ－２）に示すように、非加工側の凹凸面に倣った表面ができる（
これを裏面転写という）。
また、シリコンウェーハの両面を加圧して両面から同時加工すると（図８（ｅ－１）参照
）、厚い部分の両面から加工されて（図８（ｅ－２）参照）、厚み成分の凹凸が除かれる
が、その反面、シリコンウェーハは弾性体なので、加工後に加工圧を開放すると、図８（
ｅ－３）に示すように、うねり成分が残ってしまう恐れがある。
【００２０】
以上のように、この発明に係るシリコンウェーハの製造方法によれば、両面研削により高
平行度・高平坦度のシリコンウェーハを作製することができる。また、その際、上・下側
砥石の温度上昇を防止し、シリコンウェーハの全域においてその研削量を均一にして、シ
リコンウェーハの全面を平坦に形成してそりをなくすることができる。そして、両面研削
後に、エッチングを施して研削ダメージを除去し、片面を鏡面研磨することにより、片面
研磨ウェーハを作製することができる。また、両面研削後のウェーハの表裏両面に両面同
時研磨を施すことにより、両面研磨されたシリコンウェーハを作製することができる。
さらに、両面研削後のシリコンウェーハはダメージ層が少ないため、加工速度が遅いケモ
メカニカル研磨でもダメージ層の除去が可能になり、裏面のハーフポリッシュ、または表
裏両面に同時研磨を施すことにより、研削ダメージが除去されかつ両面研磨されたシリコ
ンウェーハを経済的に作製することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態例について図面を参照して説明する。
図１は本発明の一実施例に係わる両面研削装置の全体構成図であり、上側砥石が上昇位置
に退避している状態を示しており、図２は本発明の一実施例に係わる両面研削装置の全体
構成図であり、上側砥石が下降して研削状態を示しており、図３はこの発明の一実施例に
係る両面研削装置の主要部を示す斜視図、図４はこの発明の一実施例に係る両面研削装置
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の主要部を示す平面図、図５はこの発明の一実施例に係る両面研削装置の主要部を示す縦
断面図である。
【００２２】
この両面研削装置は、キャリアー（キャリアーギア）１４に保持されたシリコンウェーハ
１の表裏面を、円板状の上側砥石（上定盤）１３および下側砥石（下定盤）１２により同
時にそれぞれ研削するものである。上側砥石１３は上下移動および軸線回りに回転駆動さ
れ、一方、下側砥石１２もその軸線回りに回転駆動される。
【００２３】
装置本体３には、鉛直方向に延びる下テーブル駆動軸５がベアリング１６を介して回転自
在に支持されている。この下テーブル駆動軸５の小径の下端部５ａは、図示しないプーリ
ーが同軸に一体的に装着されるプーリ装着部になっている。前記プーリーに図示しない駆
動モーターの回転をベルト（不図示）を介して伝動することにより、下テーブル駆動軸５
をその軸線回りに回転させることができる。前記下テーブル駆動軸５には、上端に太陽歯
車１２Ａを有する太陽歯車駆動軸４が回転自在に支持されている。太陽歯車駆動軸４は鉛
直方向に延びており、その下端部は、図示しないプーリーが同軸に一体的に装着されるプ
ーリ装着部になっており、このプーリーに図示しない駆動モーターの回転をベルト（不図
示）を介して伝動することにより、太陽歯車駆動軸４をその軸線回りに回転させることが
できる。
【００２４】
また、装置本体３には、後述するリング状内周歯車（インターナル歯車）１７を回転させ
るための歯車２６を有する駆動軸２５が回転自在に支持されている。この駆動軸２５も図
示しない駆動モーターにより、その軸線回りに回転させられる。なお、この駆動モーター
や、太陽歯車駆動軸４を回転させるための駆動モーター等により駆動機構が構成されてい
る。前記下テーブル駆動軸５上には、円盤状のスペーサ部材２４を介して円盤状のマウン
ト（下テーブル）１１が固定され、このマウント１１上には後述する円盤状の下側砥石１
２が水平状態で固定されている。
【００２５】
一方、符号２は上テーブルを示し、この上テーブル２は前記装置本体３に固定された駆動
手段（例えばシリンダー）９のロッド９ａに水平状態で支持されている。この上テーブル
２の下面には、連結部材７および上砥石スペーサ部材６を介して円板状の上側砥石１３が
水平状態で取り付けられている。上側砥石１３と一体となった円盤状の前記上砥石スペー
サ部材６は、上テーブル２に対して回転自在に支持され、また、上砥石スペーサ部材６の
外周には外周歯６ａが形成されている。前記シリンダー９のロッド９ａを引き込めると、
上側砥石１３を上昇させることができ（図１の状態）、一方、ロッド９ａを突出させると
、上側砥石１３を下降させて、下側砥石１２とでシリコンウェーハ１を加圧することがで
きる（図２の状態）。このように、上側砥石１３は押圧手段（本例ではシリンダー９によ
る昇降手段）により上下移動自在に設けられている。なお、シリンダー９による昇降手段
の代わりに、例えばラック・ピニオン等からなるスライダー機構を採用してもよい。
【００２６】
上テーブル２には、駆動モーター８が固定されており、この駆動モーター８の回転軸（出
力軸）８ａには歯車１０が同軸に一体的に固定されている。この歯車１０は前記上砥石ス
ペーサ部材６の外周歯６ａに噛み合っている。これにより、駆動モーター８の回転を上砥
石スペーサ部材６を介して上側砥石１３に伝動して、上側砥石１３をその軸線回りに回転
させることができる。
【００２７】
そして、上記太陽歯車１２Ａとリング状内周歯車１７との間には、複数枚（本例では３枚
）の円板状のキャリアー１４は、その外周に形成された外周歯をこの太陽歯車１２Ａ、お
よびリング状内周歯車１７の内周歯にそれぞれ噛合させて配設されている。すなわち、上
記キャリアー１４は、それぞれ太陽歯車１２Ａおよびリング状内周歯車１７に対しての遊
星歯車としての動作をさせられることになる。各キャリアー１４には、それぞれ１枚のシ
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リコンウェーハ１を収容する収容孔１５が設けられている。これらのシリコンウェーハ１
はそれぞれ上記キャリアー１４の収容孔１５に装填され、それぞれの下表面は下側砥石１
２上に摺接自在となるように設けられている。なお、キャリアー１４の厚さはシリコンウ
ェーハ１の厚さよりも小さくなっている。また、これらのシリコンウェーハ１の上面には
、上側砥石１３が互いに摺接自在となる。この上側砥石１３はその中央部に開口部１３Ｂ
を有し、下側砥石１２も、前記開口部１３Ｂと同様な開口部１２Ｂを有し、上・下側砥石
１３，１２は、外径および内径が略等しい、球状黒鉛鋳鉄製の薄肉円板体である。
【００２８】
上述のように、これらの上側砥石１３と下側砥石１２との間にシリコンウェーハ１が介装
・保持されてその表裏両面が同時に研削される。すなわち、シリコンウェーハ１は、外周
歯を有するキャリアー１４に保持されており、このキャリアー１４にはシリコンウェーハ
１を挿入可能な収容孔（円孔）１５が形成されている。また、キャリアー１４の外周歯は
、太陽歯車１２Ａに噛み合うと同時に、リング状内周歯車１７の内周歯にも噛み合ってい
る。リング状内周歯車１７は下側砥石１２のそれよりも外径が大きく、下側砥石１２を取
り囲むように配設されている。なお、本例では、一枚のシリコンウェーハ１を保持するキ
ャリアー１４が３つ備えられ、３枚のシリコンウェーハ１を同時に両面研削するものであ
るが、これに限定されない。また、上側砥石１３の研削面（下面）および下側砥石１２の
研削面（上面）には、径方向および周方向に延びる放射溝および円周溝が複数本ずつ形成
してある。
【００２９】
次に、前記両面研削装置の主要部の詳細構成について説明する。
図１乃至図５に示すように、符号１２は、被研削物としてのシリコンウェーハ１が載置さ
れる下側砥石である。この下側砥石１２はその中央部に円形の開口部（中心孔）１２Ｂが
形成された円盤体で、前記マウント１１に載置固定されている。符号２１ａは、下テーブ
ル駆動軸５上に載置されたスペーサ支持部材であり、このスペーサ支持部材２１ａは、前
記太陽歯車駆動軸４に挿通されている。なお、このスペーサ支持部材２１ａは下テーブル
駆動軸５とは一緒に回転しない。
【００３０】
符号１２Ｃは、前記スペーサ支持部材２１上に載置された下スペーサーを示しており、こ
の下スペーサー１２Ｃ上には、各キャリアー１４の太陽歯車１２Ａ側の端部が載っている
。また、この下スペーサー１２Ｃ上にはそれとほぼ同形状の上スペーサー１３Ａが載って
おり、この上スペーサー１３Ａの自重により、下スペーサー１２Ｃとで前記キャリアー１
４の太陽歯車１２Ａ側の端部を挟んで支持する構成になっている。なお、各スペーサー１
２Ｃ，１３Ａは、太陽歯車１２Ａに回転自在に嵌挿されている。上記構成により、上側砥
石１３の開口部１３Ｂの上方から供給される後述する研削液（図２および図５の太線矢印
参照）の圧力により、各キャリアー１４が折れ曲がることはない。なお、上スペーサー１
３Ａの重量は、各キャリアー１４の後述する遊星軌道の運動に支障をきたさないような大
きさになっている。
【００３１】
上側砥石１３は、上述したように上下動自在に設けられており、上記キャリアー１４に保
持されたシリコンウェーハ１を所定荷重で下側砥石１２に押し付けることができる。また
、この上側砥石１３の上方からその開口部１３Ｂに向って、図２中矢印で示したように研
削液（例えば純水）を供給する、ノズル等の研削液供給手段（不図示）が設けられている
。
前記上砥石スペーサ部材６、上側砥石１３、下側砥石１２、マウント１１およびスペーサ
ー部材２４の各内周面と、下テーブル駆動軸５の上面、スペーサー支持部材２１ａおよび
上下の各スペーサ１３Ａ，１２Ｃの外周面で囲まれた空間は所定容積のウォータパン（空
間）Ｗになっている。
【００３２】
次に、上砥石スぺーサ部材６および上・下側砥石１３，１２の詳細構造について、研削液
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通路を主点として説明する。
先ず、図１に示すように、上砥石スぺーサ部材６には、上下方向に貫通する複数（図では
２つしか図示されていない）の貫通孔１８が、前記上砥石スぺーサ部材１６の周方向に規
則性を持って（本例では等間隔に）形成されている。
図１および図６に示すように、上側砥石１３の上面の内周側にはリング状の環状溝１９が
形成されている。この環状溝１９の形成位置は、前記上砥石スペーサ６部材の貫通孔１８
の位置と重なる位置になっている。また、上側砥石１３の上面には、それぞれの一端が前
記環状溝１９に連通しかつ上側砥石１３の外径方向のほぼ中間部まで放射状に延びる複数
本（本例では８本）の放射溝２０が形成されている。この放射溝２０の他端には、上側砥
石１３を上下に貫通する貫通孔２１がそれぞれ連通している。
【００３３】
一方、図１および図７に示すように、下側砥石１２の下面には、その内壁から放射状に延
びる複数の放射溝２３が形成されている。各放射溝２３は下側砥石１２の内周端から径方
向のほぼ中間部まで延びており、各放射溝２３の一端には、下側砥石１２を上下に貫通す
る複数の貫通孔２２がそれぞれ連通している。
【００３４】
図２および図５において、太線矢印で示したものは、研削液の流れ状態を示すものである
。すなわち、上側砥石１３の上方より前記ウォータパンＷに供給された研削液は、上・下
側砥石１３，１２間のシリコンウェーハ１の外周端側からその上下面に供給され、上・下
側砥石１３，１２の水平面内の回転による遠心力により、この供給された研削液は、上・
下側砥石１３，１２の外周側へ供給される。これにより、シリコンウェーハ１の上下面の
全域に研削液が供給される。
一方、上砥石スペーサ部材６の複数の貫通孔１８にも研削液が供給され、この供給された
研削液は上側砥石１３の環状溝１９、放射溝２０および貫通孔２１をとおってシリコンウ
ェーハ１の上面のほぼ中央部に供給される。さらに、前記ウォータパンＷに供給された研
削液は、下側砥石１２の放射溝２３および貫通孔２２を通ってシリコンウェーハ１の下面
のほぼ中央部にも供給される。これにより、シリコンウェーハ１の全域の温度を確実に制
御できる。
【００３５】
そして、その両面研削装置を用いてシリコンウェーハの表裏両面を研削するには、スライ
ス後のシリコンウェーハ１をキャリアー１４の収容孔１５に挿入し、上側砥石１３と下側
砥石１２との間にシリコンウェーハ１を挟み込み、上側砥石１３および下側砥石１２をそ
れぞれ所定速度で水平面内で回転させる。このとき、上側砥石１３は所定荷量でシリコン
ウェーハ１を押圧しながら所定量（例えば１００μｍ）だけ降下させる。また、このとき
、研削液を上側砥石１３の上から常時供給し、シリコンウェーハ１の温度を一定（例えば
２５℃）に制御・管理する。この研削液はウォータパンＷから各研削面の溝（放射溝や円
周溝）を通ってシリコンウェーハ１の中心部にまで常時供給される。よって、シリコンウ
ェーハ１の中心部の温度も一定に管理することができる。上記説明から明らかなように、
前記研削液供給手段（ノズル等）や前記研削液通路およびウォータパンＷにより、温度制
御手段が構成されている。
【００３６】
詳細に説明すると、先ず、シリコンウェーハ１をそれぞれキャリアー１４の収容孔１５に
装填し、これを下側砥石１２上に載置して、上部より上側砥石１２を各シリコンウェーハ
１の上面に当接するように押圧する。次に、上記のように研削液をシリコンウェーハ１の
上下表面に供給しながら、太陽歯車１２Ａおよびリング状内周歯車１７を図４中矢印方向
にそれぞれ回転させると、各キャリアー１４は図４中矢印方向に自ら回転させられること
になる。これにより、シリコンウェーハ１は下側砥石１２上を水平面内で遊星軌道を描き
ながら、それらの下表面は下側砥石１２の上面（研削面）で擦られて研削されるものであ
る。さらに、上側砥石１３を下側砥石１２と逆方向に回転させることにより、シリコンウ
ェーハ１の上表面はこの上側砥石１３の下面（研削面）で擦られて研削される。
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上記説明から明らかなように、太陽歯車１２Ａ、太陽歯車駆動軸４、リング状内周歯車１
７および駆動モーター８等により、相対運動手段が構成されている。また、この相対運動
手段や上側砥石１３および下側砥石１２等により両面研削手段が構成されている。
【００３７】
図９の（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、従来技術に係わる製造工程および本発明の、工程
を説明するためのフローチャートである。
従来、シリコンウェーハの製造においては、先ず、シリコンの単結晶インゴットをスライ
スし（ステップＳ１）、このスライスされたシリコンウェーハを面取りする（ステップＳ
２）。このようにして得られた複数枚のシリコンウェーハを、厚みのばらつきの大小によ
り分別する（バッチ構成、ステップＳ３）。このようなバッチ構成を行う理由は、厚さが
揃っているほど、後述するラップ加工時間が短縮されるからである。この厚みに関して分
別したシリコンウェーハを厚みの揃ったもの毎に同時にラッピングし（ステップＳ４）、
ラップ後洗浄する（ステップＳ５）。この洗浄は、ラップ剤や、ラップ時に球状黒鉛鋳鉄
製の上・下側砥石が摩耗されて生じた大量の鉄および鉄イオンをシリコンウェーハから除
去するための強力な洗浄である。そして、シリコンウェーハをアルカリ界面活性剤による
洗浄を行い（ステップＳ６）、さらに、前記面取により生じたダメージを部分エッチング
（ Chemical　 Corner　 Roundinng）により除去する。この後、洗浄を行った後、エッチン
グする。
【００３８】
これに対し、本発明では、図９（ｂ）に示すように、例えばワイヤーソーによるスライシ
ング（ステップＳ１０）および面取り後（ステップＳ１１）、上記のようなバッチ構成を
行わず、両面同時研削（ステップＳ１２）を行う。バッチ構成を行う必要がないのは、両
面同時研削はシリコンウェーハの両面を同時に研削するので、両面の平行度を短時間で出
すことができるからである。
ラップ剤を用いないので、上記のようなラップ直後の洗浄を行う必要はない。そして、洗
浄後（ステップＳ１３）、ＣＣＲおよび洗浄を行い、さらに、シリコンウェーハの裏面を
ハーフポリッシュする方法あるいは両面同時ケモメカニカル研磨して研削ダメージ層を除
去する。この両面同時ケモメカニカル研磨は、上述した両面同時研削装置の上側砥石およ
び下側砥石に代えて、研摩布をそれぞれ有する上下一対の定盤により行う。従来のラップ
加工およびエッチング工程を経ずに、裏面ハーフポリッシュまたは両面同時研磨を行うこ
とにより、シリコンウェーハを高精度に加工できる。
なお、上記のエッチング工程を経ない製造方法に限らず、洗浄（ステップ１３）以降の工
程を従来と同様な工程としてもよい。
【００３９】
図１０は上側砥石１３の降下速度（上側砥石の下降量／加工時間）とそのときの荷重との
関係を示している。このときの下側砥石１２、上側砥石１３の回転速度は、それぞれ例え
ば７７ｒｐｍ，５１ｒｐｍとする。荷重が小（例えば１２０＋３０ｋｇｆ＝○）のときは
、所定量の研削に時間がかかる。荷重が中（１６５＋３０ｋｇｆ＝△）、大（２１０＋３
０ｋｇｆ＝□）の場合は研削時間は適切である。しかしながら、大の場合よりも加える荷
重を大きくすると、この回転速度等の条件ではシリコンウェーハに割れが生じる。
【００４０】
図１１は同じくこの装置を使用して荷重を一定にして（１６５＋３０ｋｇｆ）、上側砥石
１３と下側砥石１２の回転速度を変更して両面研削を行った結果を示している。下側砥石
１２および上側砥石１３の回転速度について、○は下側砥石１２が４５ｒｐｍ、上側砥石
１３が２８ｒｐｍの場合であり、●は同じく６０ｒｐｍ、３８ｒｐｍ、△は同じく７７ｒ
ｐｍ、５１ｒｐｍ、▲は同じく８７ｒｐｍ、５７ｒｐｍの各場合である。研削に要する時
間および割れの観点から、●および△が良好な結果を示している。
【００４１】
以上のように、この実施例に係る両面研削によれば、ラップ加工後のシリコンウェーハと
比較して、高平坦度のシリコンウェーハが得られる。図１２に示すように、例えばＴＴＶ
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を０．６６μｍにすることができる（静電容量型表面平坦度測定器＝ＡＤＥでの測定値）
。その結果、ラップドウェーハと比較してそのエッチングオフ量が減って、例えば２μｍ
にすることができる。また、この場合のエッチング面の凹凸をラップ加工を行う場合と比
較して小さくすることもできて、例えば０．１μｍにすることができる。さらに、後工程
の研磨では２μｍ程度の少ない研磨量で済み、容易にＳＦＱＤを０．１μｍ程度に達成で
きる。
【００４２】
さらに、この発明を、片面ずつの研削による場合と比較すると、そのシリコンウェーハ表
面にスライス面に転写した凹凸が残らない。よって、研削後のシリコンウェーハをラップ
加工せずにエッチングを施すことが可能となる。また、ラップ加工によるダメージ量の１
／１０しかダメージが残らず、エッチングオフ量が少なくなり、エッチングによる平坦度
の低下が顕著に防止される。さらに、この実施例では、研削液により研削面の切り粉を除
去することができるという効果がある。
【００４３】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したとおりに構成されているので、以下に記載するような効果を奏す
る。
本発明の製造方法は、ラップ加工を行う場合と比較して、特に１Ｇビット以上の高集積デ
バイスを製造する際に要求される高平坦度のシリコンウェーハを作製することができると
ともに、エッチングオフ量が減り、また、エッチング面の凹凸を小さくできる。さらに、
研磨工程での研磨量は少なくても済む。ラッピング後の手間のかかる洗浄が不要になる。
片面ずつの研削と比較すると、洗浄およびラップ加工を行う必要がない。
また、シリコンウェーハの温度上昇を防止して均一に管理し、シリコンウェーハの厚さと
残存ダメージをその全域において均一にして、全面を平坦に形成してそりを低減すること
ができる。
さらに、両面研削後のシリコンウェーハはダメージ層が少ないため、加工速度が遅いケモ
メカニカル研磨でもダメージ層の除去が可能になり、裏面のハーフポリッシュ、または表
裏両面に同時研磨を施すことにより、研削ダメージが除去されかつ両面研磨されたシリコ
ンウェーハを経済的に作製することができる。
本発明の製造装置は、上記の製造方法を容易に実施できるとともに、また、相対運動手段
の作用により、上側砥石および下側砥石を回転させ、かつシリコンウェーハを保持するキ
ャリアーを遊星運動させることにより、シリコンウェーハの両面を均一に研削できる上に
、研削装置を小型なものとすることができる。
また、温度制御手段により、上側砥石および下側砥石の内周側から、および上側砥石およ
び下側砥石の研削面からそれぞれ、シリコンウェーハの端面側および中央部に向けて研削
液を供給できて、この研削液は上側砥石および下側砥石の遠心力によりシリコンウェーハ
の上下面の全域に供給される。これにより、シリコンウェーハの裏表面の全域の温度を確
実に制御でき、両面の残存ダメージが均一となりそりが小さくなるという利点がある。
さらに、キャリアーの太陽歯車側の端部を上下のスペーサにより挟むことにより、研削液
の圧力に起因するキャリアーの撓みを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係わる両面研削装置の全体構成図であり、上側砥石が上昇位
置にある状態を示している。
【図２】本発明の一実施例に係わる両面研削装置の全体構成図であり、上側砥石が下降位
置にある状態を示している。
【図３】この発明の一実施例に係る両面研削装置の主要部を示す斜視図である。
【図４】この発明の一実施例に係る両面研削装置の主要部を示す平面図である。
【図５】この発明の一実施例に係る両面研削装置の主要部を示す縦断面図である。
【図６】上側砥石の平面図である。
【図７】下側砥石の平面図である。
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【図８】シリコンウェーハの平坦度の向上を説明するための図である。
【図９】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、従来技術および本発明の、製造工程例を説明す
るためのフローチャートである。
【図１０】この発明の一実施例に係る両面研削の結果を示すグラフである。
【図１１】この発明の一実施例に係る両面研削の結果を示すグラフである。
【図１２】この発明の一実施例に係る両面研削の結果である表面状態を示す模式図である
。
【図１３】従来のシリコンウェーハの表面状態を示す図５と同様の模式図である。
【図１４】シリコンウェーハを真空吸着してその片面を研削する際のウェーハの表面状態
を示す模式図である。
【図１５】テーパー状になったシリコンウェーハの概略図である。
【符号の説明】
１　　　　　　シリコンウェーハ
２　　　　　　上テーブル
３　　　　　　装置本体
４　　　　　　太陽歯車駆動軸
５　　　　　　下テーブル駆動軸
５ａ　　　　　プーリー装着部
６　　　　　　上砥石スペーサ部材
６ａ　　　　　外周歯
７　　　　　　連結部材
８　　　　　　駆動モーター
８ａ　　　　　回転軸（出力軸）
９　　　　　　シリンダー
９ａ　　　　　ロッド
１０　　　　　歯車
１１　　　　　マウント（下テーブル）
１２　　　　　下側砥石（下盤）
１２Ａ　　　　太陽歯車
１２Ｂ　　　　開口部（中心孔）
１２Ｃ　　　　下スペーサー
１３　　　　　上側砥石（上盤）
１３Ａ　　　　上スペーサー
１３Ｂ　　　　開口部（中心孔）
１４　　　　　キャリアー（キャリアギア）
１５　　　　　収容孔（内孔）
１６　　　　　ベアリング
１７　　　　　リング状内周歯車（インターナル歯車）
１８　　　　　貫通孔
１９　　　　　環状溝
２０　　　　　放射溝
２１　　　　　貫通孔
２１ａ　　　　スペーサ支持部材
２２　　　　　貫通孔
２３　　　　　放射溝
２４　　　　　スペーサ部材
２５　　　　　駆動軸（回転軸）
２６　　　　　歯車
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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